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[bookmark: _Toc185325069][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
[bookmark: _Hlk163485753]《新型非易失性存储芯片（磁随机存储芯片、相变存储芯片、阻变存储芯片）存储性及可靠性测试方法》由以下部分组成：
第1部分：总则；
第2部分：磁随机存储芯片测试；
第3部分：相变存储芯片测试；
第4部分：阻变存储芯片测试。
本文件为第2部分。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由浙江省半导体行业协会提出并归口。
本文件主要起草单位：浙江大学。
本文件参与起草单位：浙江驰拓科技有限公司、联芸科技（杭州）股份有限公司、深圳市思恩技术有限公司、杭州华澜微电子股份有限公司、杭州电子科技大学、深圳市普科技术有限公司、杭州加速科技有限公司。
本文件主要起草人：程志渊、黄平洋、刘晨曦、杨吉龙、丁勇、何世坤、李国阳、方盼、骆建军、谭建新、邬刚。

[bookmark: BookMark4]

新型非易失性存储芯片（磁随机存储芯片、相变存储芯片、阻变存储芯片）存储性及可靠性测试方法
第2部分：磁随机存储芯片测试
[bookmark: _Toc184135617][bookmark: _Toc163501582][bookmark: _Toc184138629][bookmark: _Toc169432698][bookmark: _Toc163478822][bookmark: _Toc163482895][bookmark: _Toc163498876][bookmark: _Toc163726351][bookmark: _Toc163726589][bookmark: _Toc163483440][bookmark: _Toc169527753][bookmark: _Toc169686772][bookmark: _Toc163485396][bookmark: _Toc169686964][bookmark: _Toc163485409][bookmark: _Toc163478358][bookmark: _Toc169687557][bookmark: _Toc169707592][bookmark: _Toc184133952][bookmark: _Toc163726333][bookmark: _Toc169687987][bookmark: _Toc169432716][bookmark: _Toc185325070][bookmark: _Toc185325008]范围
本文件描述了磁随机存储芯片存储性及可靠性测试方法的术语、测试要求、测试设备、测试条件、测试程序等。
本文件适用于实现磁随机存储芯片的存储性及可靠性验证。
[bookmark: _Toc163501583][bookmark: _Toc163726352][bookmark: _Toc163498877][bookmark: _Toc163485410][bookmark: _Toc163726334][bookmark: _Toc163726590][bookmark: _Toc169432699][bookmark: _Toc169432717][bookmark: _Toc163478359][bookmark: _Toc163482896][bookmark: _Toc163483441][bookmark: _Toc163485397][bookmark: _Toc163478823][bookmark: _Toc184138630][bookmark: _Toc169707593][bookmark: _Toc184133953][bookmark: _Toc185325009][bookmark: _Toc169527754][bookmark: _Toc169686773][bookmark: _Toc169687558][bookmark: _Toc169686965][bookmark: _Toc169687988][bookmark: _Toc184135618][bookmark: _Toc185325071]规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
[bookmark: _Toc163478824][bookmark: _Toc163482897][bookmark: _Toc163485398][bookmark: _Toc163478360][bookmark: _Toc163483442][bookmark: _Toc163485411][bookmark: _Toc163498878][bookmark: _Toc163501584][bookmark: _Toc169686966][bookmark: _Toc169687559][bookmark: _Toc163726591][bookmark: _Toc163726335][bookmark: _Toc169432700][bookmark: _Toc169432718][bookmark: _Toc163726353][bookmark: _Toc169527755][bookmark: _Toc169686774][bookmark: _Toc169687989][bookmark: _Toc184138631][bookmark: _Toc169707594][bookmark: _Toc184133954][bookmark: _Toc184135619][bookmark: _Toc185325010][bookmark: _Toc185325072]术语和定义
[bookmark: _Hlk163485972][bookmark: _Toc163482898]GB/T 6648——1986、GB/T 17574——1998、GB/T 35003——2018和本标准第1部分界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc163482901][bookmark: _Toc163482900]
抗磁性 Diamagnetism
抗磁性是一种物质对外加磁场产生微弱反磁化的现象。抗磁性物质在外部磁场的作用下会产生与外加磁场方向相反的感应磁化，从而抵消一部分外部磁场。

误码率 Raw Bit Error Rate
在数字通信或存储系统中，接收或读取的数据中出现错误的比特数与传输或存储的总比特数之间的比率。

数据错误率 failure rate；F 
不进行任何操作，经过一段时间后，磁随机存储芯片发生翻转的比特数与总比特数的比值。
[bookmark: _Toc163482903]
热稳定因子 thermal stability factor；
[bookmark: _Toc163482906][bookmark: _Toc163482904][bookmark: _Toc163482914][bookmark: _Toc163482915][bookmark: _Toc163482909][bookmark: _Toc163482913][bookmark: _Toc163482916][bookmark: _Toc163482910][bookmark: _Toc163482912]表示热波动下自由层磁化方向随机发生翻转的倾向。用能量势垒E，操作温度T与玻尔兹曼常数k的乘积的比值来计算。热稳定因子越大，相同操作温度下存储中数据储存时间越长，热稳定性越好。
[bookmark: _Toc163501585][bookmark: _Toc163726336][bookmark: _Toc163726354][bookmark: _Toc169686775][bookmark: _Toc169432701][bookmark: _Toc169527756][bookmark: _Toc163726592][bookmark: _Toc169432719][bookmark: _Toc184138632][bookmark: _Toc169687990][bookmark: _Toc169707595][bookmark: _Toc184133955][bookmark: _Toc184135620][bookmark: _Toc169686967][bookmark: _Toc169687560][bookmark: _Toc185325011][bookmark: _Toc185325073]测试要求及设备
[bookmark: _Toc163726337][bookmark: _Toc169686968][bookmark: _Toc169687561][bookmark: _Toc169432720][bookmark: _Toc169687991][bookmark: _Toc163726593][bookmark: _Toc169527757][bookmark: _Toc163501586][bookmark: _Toc163726355][bookmark: _Toc169432702][bookmark: _Toc169686776][bookmark: _Toc169707596][bookmark: _Toc184133956][bookmark: _Toc184138633][bookmark: _Toc184135621][bookmark: _Toc185325012][bookmark: _Toc185325074]测试要求
测试中的电源电压或电流应在规定值±1%以内。
测试中的温度应在规定值±1℃以内。
测试中的磁场强度值应在规定值±1%或±20 Oe以内。
[bookmark: _Toc163501587][bookmark: _Toc163726338][bookmark: _Toc163726356][bookmark: _Toc163726594][bookmark: _Toc169432703][bookmark: _Toc169432721][bookmark: _Toc185325075][bookmark: _Toc169686969][bookmark: _Toc184138634][bookmark: _Toc169686777][bookmark: _Toc169687562][bookmark: _Toc184135622][bookmark: _Toc169687992][bookmark: _Toc184133957][bookmark: _Toc169527758][bookmark: _Toc169707597][bookmark: _Toc185325013]测试设备
[bookmark: _Hlk163726560][bookmark: _Toc163501588][bookmark: _Toc163726339][bookmark: _Toc169686970][bookmark: _Toc163726357][bookmark: _Toc169432722][bookmark: _Toc169527759][bookmark: _Toc169686778][bookmark: _Toc163726595][bookmark: _Toc169432704][bookmark: _Toc169687563][bookmark: _Toc169707598][bookmark: _Toc184135623][bookmark: _Toc184138635][bookmark: _Toc185325014][bookmark: _Toc185325076][bookmark: _Toc184133958][bookmark: _Toc169687993]静态抗磁性测试与动态抗磁性测试设备
磁随机存储芯片静态抗磁性测试与动态抗磁性测试需要控制器、待测磁随机存储芯片、电源模块、电磁铁等设备。如图1所示：
[image: ]
磁随机存储芯片静态抗磁性测试与动态抗磁性测试设备示意图
[bookmark: _Toc163726340][bookmark: _Toc163501589][bookmark: _Toc184138636][bookmark: _Toc185325015][bookmark: _Toc169707599][bookmark: _Toc163726358][bookmark: _Toc169432705][bookmark: _Toc169527760][bookmark: _Toc169687564][bookmark: _Toc169687994][bookmark: _Toc184133959][bookmark: _Toc169686971][bookmark: _Toc163726596][bookmark: _Toc169432723][bookmark: _Toc184135624][bookmark: _Toc185325077][bookmark: _Toc169686779]置位复位测试、耐久测试与数据保持时间测试设备
磁随机存储芯片置位复位测试、耐久测试与数据保持时间测试需要主控驱动、磁随机存储芯片和温度控制箱等设备。如图2所示：
[image: ]
磁随机存储芯片置位复位测试、耐久测试与数据保持时间测试设备示意图
测试设备的准确度：电源电压和偏压准确度应保持在规定值的±1%之内；输入调整电压准确度应保持在规定值的±1%或±1mV之内；输入脉冲特性、重复率、频率等准确度应保持在±1%之内。
[bookmark: _Toc163501590][bookmark: _Toc163726341][bookmark: _Toc163726359][bookmark: _Toc163726597][bookmark: _Toc169527761][bookmark: _Toc169687565][bookmark: _Toc169707600][bookmark: _Toc169687995][bookmark: _Toc169686780][bookmark: _Toc184135625][bookmark: _Toc184133960][bookmark: _Toc184138637][bookmark: _Toc185325016][bookmark: _Toc185325078][bookmark: _Toc169686972][bookmark: _Toc169432724][bookmark: _Toc169432706]静态抗磁性测试
[bookmark: _Toc163726342][bookmark: _Toc163726598][bookmark: _Toc169432707][bookmark: _Toc163501591][bookmark: _Toc169527762][bookmark: _Toc163726360][bookmark: _Toc169686973][bookmark: _Toc169687566][bookmark: _Toc169432725][bookmark: _Toc169686781][bookmark: _Toc184135626][bookmark: _Toc185325017][bookmark: _Toc185325079][bookmark: _Toc169707601][bookmark: _Toc184138638][bookmark: _Toc169687996][bookmark: _Toc184133961]测试条件
[bookmark: _Toc184135627][bookmark: _Toc184138639][bookmark: _Toc185325018][bookmark: _Toc185325080]抗干扰磁场测试条件
[bookmark: _Hlk163722145]环境磁场：非干扰磁场环境中的磁场大小不能大于1 Oe。
测试温度：20℃~40℃。
测试磁场：从0 Oe增加到1000 Oe，步进不大于100 Oe，根据样品规格设置。
测试容量：使用芯片全部容量。
测试数据：全字节写“0”、全字节写“1”或全字节棋盘式写入。
[bookmark: _Toc184138640][bookmark: _Toc184135628][bookmark: _Toc185325019][bookmark: _Toc185325081]抗干扰时间测试条件
环境磁场：非干扰磁场环境中的磁场大小不能大于1 Oe。
测试温度：20℃~40℃。
[bookmark: _Hlk184135319]测试磁场：应在规定值±1%或±20 Oe以内，规定值根据样品规格设置。
测试时间：从0小时增加到1000小时，步进T小时，T≤100，根据样品规格设置。
测试容量：使用芯片全部容量。
测试数据：全字节写“0”、全字节写“1”或全字节棋盘式写入。
[bookmark: _Toc163726343][bookmark: _Toc163726361][bookmark: _Toc163726599][bookmark: _Toc163501592][bookmark: _Toc169432726][bookmark: _Toc169432708][bookmark: _Toc169686782][bookmark: _Toc169527763][bookmark: _Toc169686974][bookmark: _Toc169707602][bookmark: _Toc184133962][bookmark: _Toc184135629][bookmark: _Toc169687997][bookmark: _Toc169687567][bookmark: _Toc184138641][bookmark: _Toc185325020][bookmark: _Toc185325082]测试程序
[bookmark: _Toc184135630][bookmark: _Toc185325021][bookmark: _Toc184138642][bookmark: _Toc185325083]抗干扰磁场测试程序
具体测试步骤如下：
在无磁场干扰的环境下，对磁随机存储芯片进行全字节数据写入。
[bookmark: _Hlk185269639]在无磁场干扰的环境下，对磁随机存储芯片进行全字节数据读取，确保数据写入成功。
使用磁控设备调节外磁场强度及当前磁场方向（X、Y和Z三个外磁场方向）。
磁随机存储芯片放置在磁场发生器中进行外磁干扰。
逐级增长干扰磁场大小。
主控驱动设备对磁随机存储芯片进行数据确认，查看是否有数据被干扰。
若有数据被干扰，则记录该磁场为最小抗干扰磁场。
逐级增长干扰磁场大小。
主控驱动设备对磁随机存储芯片进行数据确认，判断磁随机存储芯片数据是否全部被干扰。
若磁随机存储芯片数据全部被干扰，则记录该磁场为最大抗干扰磁场。
[bookmark: _Toc184135631][bookmark: _Toc184138643][bookmark: _Toc185325022][bookmark: _Toc185325084]抗干扰时间测试程序
具体测试步骤如下：
1. 在无磁场干扰的环境下，对磁随机存储芯片进行全字节数据写入。
1. 在无磁场干扰的环境下，对磁随机存储芯片进行全字节数据读取，确保数据写入成功。
1. 使用磁控设备调节外磁场强度及当前磁场方向（X、Y和Z三个外磁场方向）。
磁随机存储芯片放置在磁场发生器中进行外磁干扰。
每间隔T小时，主控驱动设备对磁随机存储芯片进行数据确认，查看是否有数据被干扰。
若有数据被干扰，则记录该时间为最小抗干扰时间。
磁随机存储芯片继续放置在磁场发生器中进行外磁干扰。
每间隔T小时，主控驱动设备对磁随机存储芯片进行数据确认，判断磁随机存储芯片数据是否全部被干扰。
若磁随机存储芯片数据全部被干扰，则记录该时间为最大抗干扰时间。
[bookmark: _Toc185325023][bookmark: _Toc184135632][bookmark: _Toc184138644][bookmark: _Toc184133963][bookmark: _Toc185325085]动态抗磁性测试
[bookmark: _Toc185325086][bookmark: _Toc184133964][bookmark: _Toc184135633][bookmark: _Toc185325024][bookmark: _Toc184138645]测试条件
环境磁场：非干扰磁场环境中的磁场大小不能大于1 Oe。
测试温度：20℃~40℃。
测试磁场：应在规定值±1%或±20 Oe以内，规定值根据样品规格设置。
测试容量：使用芯片全部容量。
测试数据：全部字节写“0”、全部字节写“1”。
[bookmark: _Toc184138646][bookmark: _Toc184133965][bookmark: _Toc184135634][bookmark: _Toc185325087][bookmark: _Toc185325025]测试程序
[bookmark: _Toc185325026][bookmark: _Toc185325088]全字节写“0”测试程序
具体测试步骤如下：
1. [bookmark: _Hlk185237797]在无磁场干扰的环境下，对磁存储芯片全字节写“1”。
1. [bookmark: _Hlk185270753]在无磁场干扰的环境下，对磁存储芯片进行全字节数据读取，确保数据写入成功。
[bookmark: _Hlk185270774]在有外磁场干扰的环境下，对磁存储芯片全字节写“0”。
[bookmark: _Hlk185270792]磁随机存储芯片继续放置磁场发生器中进行外磁干扰，保持一段固定时间。
[bookmark: _Hlk185237785]对磁随机存储芯片进行数据读取，验证当前字节是否全部为“0”，若存在不为“0”的情况，计算误码率。
[bookmark: _Hlk185270846]该误码率越低，芯片的动态抗磁性能力越强。
[bookmark: _Toc185325089][bookmark: _Toc185325027]全字节写“1”测试程序
具体测试步骤如下：
1. [bookmark: _Hlk185270880]在无磁场干扰的环境下，对磁存储芯片全字节写“0”。
1. [bookmark: _Hlk185270904][bookmark: _Toc184138647][bookmark: _Toc169686978][bookmark: _Toc169707606][bookmark: _Toc184133966][bookmark: _Toc169686786][bookmark: _Toc169687571][bookmark: _Toc184135635][bookmark: _Toc169688001][bookmark: _Hlk185319166]在无磁场干扰的环境下，对磁存储芯片进行全字节数据读取，确保数据写入成功。
1. 在有外磁场干扰的环境下，对磁存储芯片全字节写“1”。
1. 磁随机存储芯片继续放置磁场发生器中进行外磁干扰，保持一段固定时间。
1. 对磁随机存储芯片进行数据读取，验证当前字节是否全部为“1”，若存在不为“1”的情况，计算误码率。
1. 该误码率越低，芯片的动态抗磁性能力越强。
[bookmark: _Toc185325090][bookmark: _Toc185325028]置位复位测试
[bookmark: _Toc169686979][bookmark: _Toc169688002][bookmark: _Toc169686787][bookmark: _Toc184135636][bookmark: _Toc185325091][bookmark: _Toc169687572][bookmark: _Toc169707607][bookmark: _Toc184133967][bookmark: _Toc184138648][bookmark: _Toc185325029]测试条件
[bookmark: _Toc184135637][bookmark: _Toc185325030][bookmark: _Toc185325092][bookmark: _Toc169687573][bookmark: _Toc169707608][bookmark: _Toc169688003][bookmark: _Toc184138649][bookmark: _Toc169686788][bookmark: _Toc169686980][bookmark: _Toc184133968]置位复位电压测试条件
环境磁场：非干扰磁场环境中的磁场大小不能大于1 Oe。
测试温度：20℃~40℃。
测试容量：使用芯片一半及以上容量。
测试电压：置位电压幅值从0V增加到2V，步进0.1V；复位电压幅值从标准复位电压开始上下拉偏，步进0.1V。
脉冲宽度：置位/复位脉冲宽度根据样品规格设置。
[bookmark: _Toc169686789][bookmark: _Toc169686981][bookmark: _Toc169687574][bookmark: _Toc184135638][bookmark: _Toc169688004][bookmark: _Toc185325093][bookmark: _Toc184133969][bookmark: _Toc185325031][bookmark: _Toc184138650][bookmark: _Toc169707609]置位复位时长测试条件
环境磁场：非干扰磁场环境中的磁场大小不能大于1 Oe。
测试温度：20℃~40℃。
测试容量：使用芯片一半及以上容量。
测试电压：置位/复位电压幅值根据样品规格设置。
脉冲宽度：置位脉冲宽度从1ns增加到50us，步进1ns；复位脉冲宽度从标准复位脉宽开始上下拉偏，步进2ns。
[bookmark: _Toc169686982][bookmark: _Toc169707610][bookmark: _Toc185325032][bookmark: _Toc184138651][bookmark: _Toc184135639][bookmark: _Toc169688005][bookmark: _Toc169687575][bookmark: _Toc184133970][bookmark: _Toc185325094][bookmark: _Toc169686790]测试程序
[bookmark: _Toc169686791][bookmark: _Toc169686983][bookmark: _Toc184133971][bookmark: _Toc169687576][bookmark: _Toc169707611][bookmark: _Toc184135640][bookmark: _Toc169688006][bookmark: _Toc185325095][bookmark: _Toc185325033][bookmark: _Toc184138652]置位复位电压测试程序
具体测试步骤如下：
1. 使能磁随机存储芯片具体端口，选中指定行列地址中的存储单元。
1. 在置位/复位操作之前，将指定行列地址中的全部存储单元复位为“0”/置位为“1”。
1. [bookmark: _Hlk185319251]对磁存储芯片进行全字节数据读取，确保数据有效复位/置位。
1. 对磁随机存储芯片指定行列地址进行置位/复位操作。
1. 读取执行过置位/复位操作的各个存储单元的状态，若状态没有改变，则改变置位/复位电压幅值，重复进行（d）~（e）。
1. 不断循环直至指定行列地址中全部存储单元的状态发生改变，记录此时的置位/复位电压幅值为置位/复位电压。
[bookmark: _Toc184133972][bookmark: _Toc184135641][bookmark: _Toc169686792][bookmark: _Toc169686984][bookmark: _Toc169688007][bookmark: _Toc169707612][bookmark: _Toc184138653][bookmark: _Toc169687577][bookmark: _Toc185325034][bookmark: _Toc185325096]置位复位时长测试程序
具体测试步骤如下：
1. 使能磁随机存储芯片具体端口，选中指定行列地址中的存储单元。
1. 在置位/复位操作之前，将指定行列地址中的全部存储单元复位为“0”/置位为“1”。
1. 对磁存储芯片进行全字节数据读取，确保数据有效复位/置位。
1. 对磁随机存储芯片指定行列地址进行置位/复位操作。
1. 读取执行过置位/复位操作的各个存储单元的状态，若状态没有改变，则改变置位/复位脉冲宽度，重复进行（d）~（e）。
1. 不断循环直至指定行列地址中全部存储单元的状态发生改变，记录此时的置位/复位脉冲宽度为置位/复位时长。
[bookmark: _Toc185325035][bookmark: _Toc184135642][bookmark: _Toc184138654][bookmark: _Toc184133973][bookmark: _Toc185325097][bookmark: _Toc169707613][bookmark: _Toc169687578][bookmark: _Toc169688008][bookmark: _Toc169686793][bookmark: _Toc169686985]耐久测试
[bookmark: _Toc169686794][bookmark: _Toc169686986][bookmark: _Toc185325098][bookmark: _Toc169707614][bookmark: _Toc169688009][bookmark: _Toc169687579][bookmark: _Toc184133974][bookmark: _Toc184135643][bookmark: _Toc184138655][bookmark: _Toc185325036]测试条件
环境磁场：非干扰磁场环境中的磁场大小不能大于1 Oe。
[bookmark: _Hlk185237276]测试温度：-40℃、25℃、85℃、125℃。
测试容量：使用芯片全部容量。
测试电压：置位/复位电压幅值使用7.2.1测试程序测出的置位/复位电压。
脉冲宽度：置位/复位脉冲宽度使用7.2.2测试程序测出的置位/复位时长。
[bookmark: _Hlk185237292]循环间歇时长：根据样品规格设置，通常10s~30s。
[bookmark: _Toc169686987][bookmark: _Toc169687580][bookmark: _Toc169688010][bookmark: _Toc169707615][bookmark: _Toc184133975][bookmark: _Toc184135644][bookmark: _Toc185325099][bookmark: _Toc185325037][bookmark: _Toc169686795][bookmark: _Toc184138656]测试程序
具体测试步骤如下：
1. 选择一项测试温度T，将磁随机存储芯片置于温度为T的环境中。
1. 使能磁随机存储芯片具体端口，选中指定行列地址中的存储单元。
1. 对磁随机存储芯片指定行列地址进行反复的置位操作与复位操作。
1. 操作循环次数在次之间，且为的整数倍时，进行循环间歇，并读取磁随机存储芯片指定行列地址中全部存储单元的阻值。其中，i=1,2,3…。
1. 若可以通过阻值区分存储单元的存储状态则重复进行（c）~（d）。
1. 不断循环直至无法通过指定行列地址中某存储单元的阻值区分存储单元的存储状态，即存储单元失效。
1. 记录测试温度T下失效单元的耐久度为失效单元失效前成功执行置位操作与复位操作的次数。
[bookmark: _Toc163726347][bookmark: _Toc169432730][bookmark: _Toc169527767][bookmark: _Toc185325038][bookmark: _Toc169687581][bookmark: _Toc163726603][bookmark: _Toc163482920][bookmark: _Toc169688011][bookmark: _Toc184138657][bookmark: _Toc184135645][bookmark: _Toc163485421][bookmark: _Toc169707616][bookmark: _Toc163483446][bookmark: _Toc184133976][bookmark: _Toc169686796][bookmark: _Toc163478828][bookmark: _Toc185325100][bookmark: _Toc163501596][bookmark: _Toc163498888][bookmark: _Toc169432712][bookmark: _Toc169686988][bookmark: _Toc163478364][bookmark: _Toc163485402][bookmark: _Toc163726365]数据保持时间测试
[bookmark: _Toc169688012][bookmark: _Toc184135646][bookmark: _Toc184138658][bookmark: _Toc163485423][bookmark: _Toc169686989][bookmark: _Toc169707617][bookmark: _Toc184133977][bookmark: _Toc169687582][bookmark: _Toc163726348][bookmark: _Toc169432713][bookmark: _Toc163726366][bookmark: _Toc163498890][bookmark: _Toc163501597][bookmark: _Toc163726604][bookmark: _Toc169527768][bookmark: _Toc169686797][bookmark: _Toc169432731][bookmark: _Toc185325039][bookmark: _Toc185325101]测试条件
环境磁场：非干扰磁场环境中的磁场大小不能大于1 Oe。
测试温度：从增加至，步进，测试次数N根据样品规格设置。通常大于100℃，大于200℃。
测试容量：使用芯片全部容量。
在磁随机存储芯片中，数据错误率F与热稳定因子∆的关系见公式（1）：
		()
式中：
	——数据错误率；
	——芯片的数据保持时间，单位为小时(h)；
	——固有尝试时间，一般为1ns；
  	——热稳定因子。
[bookmark: _Toc163501598][bookmark: _Toc163726349][bookmark: _Toc163726367][bookmark: _Toc163726605][bookmark: _Toc169432732][bookmark: _Toc163485424][bookmark: _Toc163498891][bookmark: _Toc169432714][bookmark: _Toc169527769][bookmark: _Toc169687583][bookmark: _Toc169686798][bookmark: _Toc169688013][bookmark: _Toc185325040][bookmark: _Toc184135647][bookmark: _Toc169707618][bookmark: _Toc169686990][bookmark: _Toc184138659][bookmark: _Toc184133978][bookmark: _Toc185325102]测试程序
具体测试步骤如下：
1. 将磁随机存储芯片置于温度为的高温环境中。
1. 对磁随机存储芯片进行初始化。采用芯片额定工作电压进行数据写入，将磁随机存储芯片的全部字节写“0”。
1. 经过时长后，采用芯片额定工作电压读取磁随机存储芯片的状态，得到此温度下的数据错误率，将和F1分别代入公式(1)中的t和F，计算得到。
1. 重复（a）~（c），用递增的温度代替（a）中的温度，用时长代替（c）中的，测试得到数据错误率，计算得到。
1. 采用加速模型对进行线性拟合，得到磁随机存储芯片在某个较低温度T下的热稳定因子。
1. 重复（a）~（e），初始化时采用芯片额定工作电压将磁随机存储芯片的全部字节写“1”，得到磁随机存储芯片在某个较低温度T下的热稳定因子。
1. 取和中的较小值，作为温度为T时的热稳定性因子。
1. 根据公式（1），计算规定数据错误率（例如）下温度为T时的数据保持时间，即温度为T时待测芯片的数据保持时间。
[bookmark: BookMark8][image: ]
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